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Objectifs 
Le carbure de silicium, SiC, est un matériau clé dans la conception de nombreux systèmes avancés de conversion de 
l’énergie radiative à haute température : cellules thermo-photovoltaïques (TPV), récepteur surfaciques/volumiques en 
solaire concentré,... L’optimisation de tels systèmes requiert une connaissance fine des fonctions optiques  (n,k) du SiC sur la 
plage spectrale de l’infrarouge (→1500 K) . Or, la plupart des codes actuels de conversion de l’énergie intègrent des fonctions 
optiques acquises uniquement à T = 300 K sur des monocristaux dont les dopages chimiques sont beaucoup plus faibles que 
ceux des céramiques d’usage. CARDYMOL se propose de valider une démarche numérique permettant de fournir la 
dépendance en température des fonctions optiques des  polytypes majeurs du SiC  (3C, 6H) sous atmosphère normale pour  
une large plage de dopage  chimique 

Plan de travail et méthodes 

Principaux résultats 
 

Conclusion/Résumé des faits marquants  
 

-Calcul des fonctions diélectriques en T (300 -1000 K) du SiC (3C,6H) par DM 
-Identification des fonctions diélectriques du SiC -6H à T = 300 K par modèle SQ 

-Code d’optimisation de cellules TPV 
--Dispositifs de caractérisation des propriétés radiatives du SiC (sous air) → 1200 K 

-Projet  en cours de réalisation  : si validation OK →publications  
 

-Champ d’application : TPV, solaire concentré 
-                                                 : transfert radiatif à nano-échelle  

 
 
 Prolongement/perspectives 

Montage d’un projet ANR sur la base des résultats : applications autours de la conversion d’énergie solaire à hautes températures 
.. 
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Génération de structure cristalline (LTN) 
Dépendance en T 

des émissivités IR sur monocristaux 
centimétriques (CEMHTI) 

3C 4H 6H  

Code de Dynamique Moléculaire (LTN)  

Connaissance de la position des 
atomes “i” au niveau de la maille 

atomique 
 
 

Moment dipolaire du système 
 
 

Choix du potentiel d’interaction  
(Vashistha)  

 
 

Théorie de la réponse linéaire 
(Green-Kubo) 

 
 

Suceptibilité diélectrique  
 
 

Fonctions optiques (n,k) 

Identification des fonctions optiques : 
modèle de fonction diélectrique  

semi-quantique (CEMHTI) 
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NUMERIQUES EXPERIMENTAUX 

CONFRONTATION 
: num. ↔ exp. 

OPTIMISATION DE CELLULES TPV (P’) 
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Dynamique Moléculaire (DM) en T  
Tâche 2  (LTN) 

Identification des fonctions optiques 
par spectroscopie d’émission IR en T 

Tâche 3 (CEMHTI)  

Définition 
matériaux/procédés – SIC 

Tâche 1  (LTN) 

Optimisation d’une 
cellule TPV 
Tâche 4 (P’)  

Validation des 
fonctions 
optiques 

(DM/Modèle SQ) 
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